BCF 32
BCF 33

Rauscharme
SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

-

Mechanische Daten:

Gehfuse: EKunststoff, S0T-23

23 A 3 DIN 41 869 l—2,9max —>
Stempel: BCF 32: D 7 19
BCF 33: D 8 Lo
MaBSangaben in mm. 9 ]
- [e " B].%
2
N 0,1 min (|: 13,;0,( "ﬁ’:’(
"3 i b
0 —»| *—0,43max
12 V2720204.1
max

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung = max. 30 v

Ucs o
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 20 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 30 é 25°% Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
BCF_32 BCF 33
Gleichstromverstidrkung
bei U = 5V, Ip = 2 mA B = 200...450 420...800
Transit-Frequenz
bei Uop =5V, I, =10 mA t, = 300 MHz
Rauschzahl i <
bei U., =57V, I, =200 pA, £ = 1 kHz F = 4 aB
CE C
[l .
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 3.80



BCF 32

BCF 33

Absolute Grenzwerte: (gultlg bis SJ max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: R UCB o = max. 30 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 0, IC =2 mA: UCE o = max. 20 V

Emitter-Sperrspannung  bei IC = 0: UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25°C: 1) Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 9J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: as = min -65 °c

: 9 = max. 150 °c
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U é 0,62 K/mW
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm

200 /P 739039

F{o% max \\
(mw) ™
AN
100 N
AN
N
\\
N
0
0 50 100 3,(°C) 150
&
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BCF 32

BCF 33

Kenpwerte: BCF_32 BCF 33
bei 9, = 25°C, sofern nicht anders angegeben
J <

Kollektor-Reststrom <

bei IE =0, UCB =20 V: . ICB 0 ? 100 nA

bei IE =0, UCB =20V, $J = 100 C: ICB 0 = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei I, = 10 mA, Iy = 0,5 mA: UCk sat = 120 (= 250) mV

bei IC = 50 mA, IB = 2,5 mA: UCE sat = 210 mV
Basisspannung )

bei IC = 10 mA, IB = 0,5 mA: UBE sat = 750 mV

bei IC = 50 mA, IB = 2,5 mA: UBE sat = 850 mV

bei UCE =51Y, IC = 2 mA: UBE = 550...700 mV
Gleichstromverstarkung

bei UCE =51V, IC = 10 pA: B = 150 270

bei U =5V, I,=2 mA: B = 200...450 420...800

CE C

Transit-Frequenz )

bei Up=3V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 300 MHz
Kollektorkapazitdt <

bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 4 pF
Rauschzahl

bei U, . =5V, I = 200 pA

CE C <
und R, = 2 k2, f = 1 kilz, B = 200 Hz: F = 1,2 (= 4) aB
Kennlinien siehe BCW 31/32/33
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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BCP 51

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN
Komplementirtypen zu BCP 54/55/56
. 6.7
Mechanische Daten: 0.32 6.3
0.24 3.1
Gehduse: Kunststoff, = f— 20 "
S0T-223
Stempel: C 4
BCP 51: AA
BCP 51-10: AC
BCP 51-16: AD g~sg T
BCP 52: ~ AE ) Draufsicht 37 73
BCP 52-10: AG 33 6.7
BCP 52-16: AM .o B c E l
BCP 53: AH .1“'?,,‘k 139 — pu—
BCP 53-10: AK ‘
BCP 53-16: AL 1 ' 2 i 3
MaBangaben in mm. g0 T H T
170, |\.} 1.06 0.80
“max" " 085 ’: 3| 060"
77 25065 V2, [4.6]
Kurzdaten: BCP 51 BCP 52 BCP 53
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. a5 60 80 Vv
N
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei SUg 25°¢ Piop = maXe 1,5 W
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei _UCE =2V, —IC = 150 mA B = 40...250
Transit-Frequenz
be\‘-\UCE =5V, ~I, =10 mA o = 50 MHz

7.88
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BCP 51
BCP 52
BCP53

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannuntg bei IE = 0:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Sperrspannung

Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Mittelwert:

Basisstrom, Scheitelwert:

Gesamtverlustleistung bei §
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Unmgebung: 1)

zwischen Sperrscﬁicht
und KollektoranschluB:

P'nr max
(W)

0,5

BCP 51 BCP 52 BCP 53

—UCB 0= max, 45 60 100 V

bei BBE = 1 kQ: -UCE R max. 45 60 100 Vv
bei IB = 0: --UCE o = max. \E? 60 SOIV
bei Ic = 0: -UEB o = max. 5 v
_IC AV = maX. 1,0 A

-IC M = mex. 1,5 A

—IB Ay = max. 0,1 A

-IB M = max. 0,2 A

< o 1
= 2 : = . 1,5

g = 25°C ) Pos max , ?

SJ = max., 150 C

9g = min. -65 °c

9g = max, 150 °c
R < 83,3 K/W

th U ~ ’
<
Ryo = 10 K/W
N
AN
N
N
\\
\\
N
AN
~N
50 100 Jyl°0) 150

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferflédche fiir den KollektoranschluB

7.88



BCP 51

Kennwerte: bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, -UCB = 30 V: . -ICB 0 z 100 nA
bei IE = 0, -UCB =30V, SJ = 1257C: -ICB 0 = 10 pA
Emitter-Reststrom <
bei IC =0, -UEB =5V: -IEB 0 = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -IC = 500 mA, -IB = 50 mA: -UCE sat = 0,5 V
Basisspannung <
bei -UCE =2V, —IC = 500 mA: -UBE = 1,0 V
Transit-Frequenz
bei -UCE =5V, —IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 50 MHz
Gleichstromverstirkung S
i - - 1 = . Z 25
bei UCE 2V, IC 5 mA
bei -U. =2 V, -I, = 150 mA: B = 40...250
CE C >
bei -UCE =2V, -IC = 500 mA: B = 25
bei -U,, =2V, -I, = 150 mA: BCP 51/52/53 - 10: B = 63...160
BCP 51/52/53 - 16: B = 100...250
VX730434 VX 73 0435
4 15
-Ucesat “Ugg sat 9 = 25°C
) 9, = 25°C /
' (v)
IC/IB=20VL__ ,
Ic/Ig=5 A
- >
2 1 11| jiol_1-
/ ] T 20
/ et
/ =
4 A
. / -
10
7 4
o o
el L T |5
= ' |
0 1 | 05
0 05 - 1o 15 0 05 Vo may 18
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BCP 51

BCP 52
BCP53 600 T : 72728331
(":) L | "Ucg =2V
m - -
| |9y =257c
400
200 I
o
0 0,4 08 _ 1.2
Upe (v)
150 T YRR
B -Ugg:=2V
¥y :25C
100 —
\\
\
50 N
0
1 0 00  -Jc (mA) 1000
100 VS 73919
It -Ucg=s SV
{MHz) fy =35MHz i
9, =25°C
N
50 v
V1
oy 10 100 _j; (ma) 1000
7.88



BCP 54

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - NF — TRANSISTOREN
~ Komplementirtypen zu BCP 51/52/53
Mechanische Daten: 6.7
0.32 6.3
Geh#iuse: Kunststoff, 024 g;_.
S0T-223 //’“ '
Stempel: c 4
BCP 54: BA
BCP 54-10: BC
BCP 54-16: BD 0.10 T
BCP 55: BE 0.02
BCP 55-10s BG Draufsicht 3;7; ;3
BCP 55-16: BM | X
BCP 56: B 160 £ . B c E ]
BCP 56-10: BK """r— 13 —
BCP 56-16: BL | ) ,
: 1 2 | 3
MaBangaben in mm. !
o ) | '
1.70 !\,’d 1.06 0.80
X o.ss"l 23 .60~
71725065 V2 [4.6]
Kurzdaten: BCP 54 BCP 55 BCP 56
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. a5 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert c M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei 3U§25°c P .4 = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur ‘9J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei UCE =2V, IC = 150 mA B = 40...250
Transit-Frequenz
bei UCE =57V, Ic = 10 mA fT = 130 MHz

7.88
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BCP 54
BCP 55
BCP 56

Absolute Grenzwerte:

BCP 54 BCP 55 BCP 56

-

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 45 60 100 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei RBE =1 kQ: UCE p = mex. 45 60 100 V
bei IB = 0: UCE o = max. 45 §9 80V
Emitter-Sperrspannung  bei IC = 0: UEB o = max. 5 v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max. 1,0 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 1,5 A
Basisstrom, Mittelwert: IB Aav = max. 0,1 A
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max. 0,2 A
Gesamtverlustleistung bei $; s 25°%C: 1) P .4 = mex. 1,5 W
Sperrschichttemperatur: %J = max., 150 o
Lagerungstemperatur: %S = min. -65 °c
8g = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U é 83,3 K/W
zwischen Sperrschicht <
und KollektoranschluB: Ripc = 10 K/W
15 <
Prof max \‘
(W)
1,0 N ]
AN
\\
0.5 : AN
\\
N
~N
\\
0
0 50 100 Jy(°0) 150

1) Transistor auf Epoxi—Léiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm

mit min. 6 cm2 Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
10



BCP 54

Kennwerte: bei SU = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE =0, UCB =30 V: . CB 0 : 100 nA
bei IE = 0, UCB =30V, SJ = 125 C: ICB 0 = 10 LA
Emitter-Reststrom <
bei I, =0, UEB =5 V: IEB o = 10 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 500 mA, IB = 50 mA: UCE sat = 0,5 v
Basisspannung <
bei UCE =21V, IC = 500 mA: UBE = 1,0 v
Transit-Frequenz
bei UCE =51V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: £ = 130 MHz
Gleichstromverstidrkung 5
bei UCE =2V, IC = 5 mA: B = 25
bei UCE =2V, IC = 150 mA: ; 40...250
bei UCE =2V, IC = 500 mA: = 25
bei Uop = 2 V, I, = 150 mA: BCP 54/55/56 - 10: B = 63...160
BCP 54/55/56 - 16 B = 100...250
VX 730427 VX 730428
4 15
UCEsot /
U
) 9,:=25°C BE sat 9, = 25°C
(V)
/
Ic/1g:=20
Mg =5 14
- 1)
2 / 1 ‘/, 1L
/ AT | 20 7
'/ A
/ oiad
70l
/ |
y
A
7 )
pd 1 -
L L1 =
—
Y : - 05
0 05 I 0 05 LS AN 7N
7.88
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BCP 54

BCP55
BCP 56 500 7262820.2
4'?\' l ] l /
m - Ugp = 2 V /
400 —t45 = 25% /
J
300 /
200 /
100
)4
0 e
0,5 075 U (v) 1
150 I i
Ucg=2V
B 9): 25°C
100
- N
> N
A
50 '
\\
N
0
h 0 00 Jc (mA) 1000
300 YX 730429
[T T
" Uee= 5V AT
f =35 MHz N
(MHz) 9, = 25°C N\
\
2
00 ' 4
/
/
v
100 v
"4
]
=
0 1
b 10 100 may 1000
7.88
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SILIZIUM - NPN - PLANAR — EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR
fiir Endstufen kleiner Leistung,

mlt BCP 69 fiir Komplementdrschal tungen

Mechanische Daten:

BCP 68

6.7
0.32 6.3
Gehduse: Kunststoff, 0.24 3.1
soT-223 “//~~ 297
Stempel: CA
. Cc 4
MaBangaben in mm.
0.10 T
002 . 73
Draufsicht 37 7
33 6.7
16° B c E 1
max k 3 13° N p—
t t ,
1 2 | 3
d . . ¥
o .
1.70 \,‘ 1.06 0.80
“max T 0,857 - 0.60™
77 25065 V2 [4.6]
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 20 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei su é 25°C Ptot = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °C
Gleichstromverstérkung
bei UbE =1V, IC = 500 mA B = 85...375
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, Ic = 10 mA fT = 60 MHz

7.88
13

VAIVD



BCP 68

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis $ )
J max
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = 0: UCE g = max.
bei IB = 0: UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: IC gy = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = maxX.
Basisstrom, Mittelwert: IB AV S max.
Basisstrom, Scheitelwert: IB M = max.
Gesamtverlustleistung bei sué 25%: 1) P, . = max.
Sperrschichttemperaturs: 3J = max.
Lagerungstemperaturs: &s = max.
SS = max.
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U g
15 AN
AN
Plor max ™
(W)
1,0 N
N
N,
05
\\
™G
\\
N
0 o
0 50 100 3yi°0) 150

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm2 Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
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100
200
1,5
150
-65
150

83,3

E E L S

© o =
aQ a

o
«Q

K/W



BCP 68

Kennwerte: be{ SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollgktor-Reststrom <

bei IE = 0, UCB =25 V: ICB 0 2 10 pA

bei I, =0, Uy =25V, 8, = 150°C: Ieg o = 1 mA
Emitter-Reststrom <

bei Ip = o, Upg = 5 V: Icgo = 10 pA
Kollektor-Fmitter-Restspannung <

bei IC =1 4, IB = 100 mA: UCE sat = 0,5 v
Basisspannung

bei UCE =10 V, IC = 5 mA: UBE z 0,62 v

bei UCE =1V, IC =1 A: UBE = 1,0 v
Glei?hstromverstzrkung >

bei UCE =10V, Ic = 5 mA: B = 50

bei UCE =1V, IC = 500 mA: B : 85,..375

bei UCE =1V, IC =1 A: B = 60
Transit-Frequenz

bei UCE =5V, IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT = 60 MHz
Kollektorkapazitédt

bei UCB =5V, IE =0, f = 450 kHz: Cc = 27 pF

7.88

15



BCP68

200 VZ 739065
B
150 P TR
pot
1
P~ Uce=1V
100 9225
50
0
1 10 100 L (mA) 1000
1000- N VZ T35966
I
Uce=1V /oberer
(mA) 9 =25C reuwert von /g
100
10 i
y
1
0,01 01 1 10 Ig (mA) 100
200 vz X
)
R Geer ST LT 2 T
M=
150 $)=25°C
)'
100 7
Vi
p
50 4
0
1 10 100 Ic (ma) 1000

7.88
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BCP68

103 72727784
. A Ue =1V
9 =25°C
I 1
(A) f
|
102
1
1
1
10 J
I
1
0,25 05 075 1 1,25
Uge (V)
300 727|Z7"lﬂ\i1 1.5 7272769V
9, =25°C e _coA ¥ =25°
I ==
A
Ucesat ] p. Uge sat ) - 'I L
(mv) D4 v) Ie_
1%/ Is
AT >
=
200 7 ,{// 5 1 = :—-—‘% .
=
7 //I = = :
Y 1’/' P
,4/ ,l:/, 1,
1,/ 1,1,1 /a|
LA pod
P /,/
Z] /1
100 .04 05
/"I
pd
»
pd
-
0% 0
1 a2 0 1 Ky 2
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BCP68

12127814
104 .
Ztn U ] |
i) I T
—T— T'T
103 191 1
i
1L
V=1
102 111] 0,753 mat T m Ces —EEE —1
masisif Pt ; - -
> |
s Bain'~a
$ B
0.1 1] mmas _—___?4
10 0,05 L ige—""TT11 e
0.02 1= 1t
<0014
A m
LU
10-% 0-6 10-? 102 107 1 10 102 103 tp [s) 104
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BCP 69

SILIZIUM — PNP - PLANAR - EPITAXTAL - NF - TRANSISTOR
fiir« Endstufen kleiner Leistung,

mit BCP 68 fiir Komplementdrschaltungen

Mechanische Daten: 6.7
0.32 6.3
Geh#use; Kunststoff, 0.24 31__
S0T-223 ‘//‘* 29
St el: CE
emp. ¢ 4
MaBangaben in mm.
0.10 1
0.02
Draufsicht 37 73
3.3 6.7
16° B c E l
n'mxk )13” . —
f
1 2 i 3
: : J
1.70 \,‘dc’ 1.05 0.80
*max’J maX g~ "@"I 0.60™
72 25065 V2 4.6]
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE ¢ = max. 20 V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei $U é 25°C PtoJC = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur 95 = max. 150 °C
Gleichstromverstidrkung
bei ~Usp =1V, -I, = 500 mA B = 85...375
Transit-Frequenz
bei -UCE =5V, —IC = 10 mA fT = 60 MHz

s VAIVD



BCP 69

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 85 max)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei UBE = 0z —UbE s =
bei IB = 0: -UbE 0o =
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB 0o =
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic AV S
Kollektorstrom, Scheitelwert: —Ic M =
Basisstrom, Mittelwert: -IB v S
Basisstrom, Scheitelwert: —IB M
: : < ox0 1 _
Gesamtverlustleistung bei 8y = 257°C: ) Piot =
Sperrschichttemperaturs 6J =
Lagerungstemperatur: 85 .
ss =
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ry v
1.5
\\\
Prol max ™
(W)
1,0
AN
X
\\
05
AN
\\
\\
0
0 50 100 dy(e0) 150

1 :
) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm?® Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
20

maXe

max.

max.

max.

max.

maxe.

= maXe.

maX.
max.
min.

max.

A

25
20

83,3
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BCP 69

Eennwerte: bei s‘)J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststtom <

bei IE = 0, -UCB = 25 V: -ICB 0 z 10 A

bei I = 0, U, =25V, 8, = 150°C: “Iggo = 1 mA
Emitter-Reststrom <

bei Ic = 0, -UEB =5 V: -IEB 0o = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei -Ic =1A4, —IB = 100 mA: -UCE sat = 0,5 v
Basisspannung

bei -UCE =10V, -Ic = 5 mA: -UBE : 0,62 A

bei _UCE =1V, -Ic =1 A: 'UBE = 1,0 v
Gleichstromverstirkung S

bei -UCE =10V, -IC = 5 mA: B B 50

bei -UCE =1V, -IC = 500 mA: -—>- 85...375

bei -UCE =1V, —Ic =1 A: B = 60
Transit-Frequenz

bei 'UCE =5V, -Ic = 10 mA, fM = 35 MHz: f'l‘ = 60 MHz
Kollektorkapazitdt

bei -UCB =51V, IE = 0, £ = 450 kHz: Cc = 45 pF

7.88
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BCP 69

200

VZ 739968

150

-Uce=1V

9) =25°C

100

S0

1000

Y=

-Uce=1V

25°

O
A,

0,01

[oA]

10 -IB (mA)

Y2 739970

200

100

(MHz)

-ch SV

150

f= 35 MHz
9= 25°C

100

50

7.88
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BCP 69

7272779V
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..]C
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|
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,
1
0,25 05 075 1 1,25
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7272771v1 1 S . 7272768V
9y=25°C 9, =25°C
400 . T
i= Bo _UBEsut I_Il l
~Ucesat —Ig / (v) < _
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5
300 1 et
4 1 50|
20 =
4 5 P
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] .
200 Vimvi ki
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100 4
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%
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BCP 69

1272781A
104 i
i 3
Zin U
(x/W) —ft,le vt
Tl T T
103 it
Vo= 1
102 B 0,75 St = : e
0,53 t - ]
3033 1 = :
o i
) e
o1 FHH R ?2
10 oos I
0.023
1 il
P=g m:om i —1 m
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